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InGaAs APD-TIAレシーバー

KPDXA1GK-T

特徴

高感度 (-38dBm)

差動出力 (50Ω)

5ピン同軸パッケージ

用途

光検知測距（LIDAR)

微弱光測定

分光分析、蛍光分析、バイオメディカル分析

パッケージ

PIGTAIL
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絶対最大定格

項目 記号 定格値 単位 備考

APD逆電圧 VR 0 to VB V -

APD逆電流 IR 2 mA -

供給電圧 Vcc -0.5 to 6.0 V -

動作温度 Topr -40 to +85 ℃ -

保存温度 Tstg -40 to +85 ℃ -

電気的・光学的特性(指定の無い場合 Ta=25℃)

項目 記号 Min. Typ. Max. 単位 備考

検出波長 λ 900 - 1700 nm -

受光感度 R 0.8
0.9

0.85
0.95 - A/W λ=1310nm M=1

λ=1550nm M=1

暗電流 ID - 10 50 nA VR=VB x 0.9

降伏電圧 VBR 30 45 55 V ID=10µA

降伏電圧温度係数 ΔVBR/ΔT - 0.09 0.12 V/℃ -

動作電圧 Vop 3.1 3.3 3.5 V -

供給電流 ΔVBRΔT 32 42 53 mA -

ビットレート BR - 1.25G - bps -

帯域幅@-3dB BW 0.75 0.85 - GHz RL=50Ω, Pi=-10dBm, M=10

最小受信感度 Pmin - -38 - dBm Differential BER=10-10 M=10
BR=1.25Gbps

差動出力電圧 VO 320 400 480 mVpp Differential RL=100Ω

トランスインピーダンス Zt - 50 60 kΩ differential
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